Proprieta’ delle giunzioni fra metalli e semiconduttori

1) Giunzione metallo — metallo: situazione ideale semplificata
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E, livello del vuoto

E, livello di Fermi

W, W,,, funzioni di lavoro dei metalli

(En. necessaria a staccare un elettrone dal cristallo)

— Comparsa di una differenza di potenziale di contatto

¢, =W, —W,,, potenziale built-in



Andamento bande al confine fra 1 due metalli: Discontinuo
Origine della discontinuita":

Flusso iniziale di elettroni dal metallo con W minore a quello
con W maggiore — Carica spaziale +va e —va

— Doppio strato — Discontinuita'



2) Giunzione metallo — semiconduttore
a. Giunzione Schottky : @, > ¢,
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Differenza fra funzioni di lavoro:

V, =@, —¢ potenziale built-in

4 affinita' chimica= ¢, —(E.—E,)=¢,—¢,
— @, =¢, —y Barriera di Schottky

@, # ¢, :Band bending a causa dell'unicita’ del livello di Fermi
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Elettrostatica della giunzione Schottky (analoga a giunzione pn)

Densita' di carica:
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C. elettrico:

gN, 0<x<yx,

0 x>x,

gN, ( > 2
— —2xx, + 0<x<

P(x)=1 2¢ (x Ha xd) * xd,¢=0nelmetallo
0 xX>Xx,

£ 1 Full depletion
approxi}nation dEG) _ P
qNa‘ W/actual ax -z
x
Y h Pé’ﬁ:g
Xq 5 x
Ca =qNgxg
Xa
QM’ = ‘Qd /M/—Qd _quxd
(a) (b)
) gy 7 :
#2) =E@dx 7] | e
oV X g8 Q(H) 5
X [FTT T Ep
\ - g
}é_V =_§mx& \ !
A 5 N &
X x

(c) (d)



¢(0) ==,

2e9,, .
—>x, = f& larghezza strato di svuotamento
gNp
N 2gN 9, .
E =%pt_ N NP, c. elettrico max

a9(x)
n,(x)=N,e ¥  concentrazione all'equilibrio

_9%i
—n,(0)=N,e

Effetto di una polarizzazione esterna: simile a giunzione pn

Tuttavia, meccanismo di trasporto diverso: tunneling invece di diffusione
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Rel. corrente-tensione:

=1 (ev/ i 1) — Proprieta’ rettificanti simili a giunzione pn

T?e™*/'r | A area giunzione

Corrente inversa: Non dovuta ad attivazione termica di portatori

Meccanismo di tunneling simile a emissione termoionica da metallo riscaldato

Current dominated by electron
flow from the semiconductor
to the metal

Current dominated by electron
flow from the metal to the

semiconductor
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b. Giunzione ohmica: @, < @,

Pol. Diretta: nessuna barriera
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— Assenza di proprieta’ rettificanti



